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CONCLUSION

Evaluation performance /
*premier montage : erreur relative : 0,01% a 0,1%
retard : <40 ns
*deuxiéme montage : erreur relative: 0% & 3.1077%

retard : 52 ns<retard<b64ns

Perspective
*Réalisation de la carte électronique

*Test sur banc de puissance
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